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температурная зависимость критического электрического поля в C4F8
С.Ю. Казанцев, И.Г. Кононов, А.А. Лебедев, С.В. Подлесных, К.Н. Фирсов
ИОФРАН, Москва, РФ, e-mail: kazan@kapella.gpi.ru
Исследованы характеристики объемного самостоятельного разряда (ОСР) в с-С4F6, который подвергался быстрому импульсному лазерному нагреву. Большинство экспериментов проводилось при парциальном давлении с-С4F6 р = 15 Торр. Получены температурные зависимости критической величины приведенной напряженности электрического поля (E/N)cr в с-С4F6 в интервале температур Т = 300 ÷ 1500 К. Величина (E/N)cr определялась по напряжению горения Uпл ОСР, зажигаемого после облучения разрядного промежутка ТЕА СО2-лазером [1]. Значение Uпл измерялось по осциллограмме напряжения на плазме ОСР в момент времени, соответствующий максимуму тока. Температура газа, Т, определялась по энергии лазерного излучения, поглощаемого молекулами с-С4F6 в зоне развития объемного разряда, подробное описание и обоснование данной методики применительно к SF6 содержится в [1 - 3]. На рис. 1 приведена зависимость (E/N)cr от Т. Из рис.1 видно, что величина (E/N)cr немонотонно меняется с температурой, вначале, с ростом Т параметр (E/N)cr уменьшается, а потом начинает расти. Снижение (E/N)cr обусловлено уменьшением константы прилипания электронов к с-С4F6 при повышенных температурах [4], причина, по которой зависимость (E/N)cr от Т, немонотонна, в настоящий момент не совсем понятна. Обсуждаются факторы, которые могут приводить к росту значения (E/N)cr с увеличением температуры свыше Т=800 К.


Рис 1. Зависимость (E/N)cr от Т.
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